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摘要(译)

本发明包括上基板;下基板上的数据总线和存储电容总线;在将单位像素二
等分的位置处的栅极总线;栅极总线上的薄膜晶体管;反电极;和像素电
极。像素电极包括形成在对电极边缘上的框架形主体单元和以规则距离
布置的多个倾斜狭缝，以将主体单元分成若干部分，与栅极总线形成预
定角度。像素电极中的倾斜狭缝的角度相对于栅极总线对称。存储电容
总线部分地与一个单位像素中的像素电极的上边缘和最接近的单位像素
中的像素电极的下边缘重叠。根据本发明，通过改变像素结构消除或最
小化漏光，减小了黑矩阵区域，从而提高了孔径比和透射率。
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